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(57) Hauptanspruch: Herstellungsverfahren fir ein aktives
Paneel einer LCD, welches folgende Schritte aufweist:
Ausbilden einer Gate-Elektrode (113), einer Gate-Buslei-
tung (115) und eines Gate-Pads (117) auf einem Substrat
(111) unter Verwenden eines ersten Metalls;

Auftragen eines Isoliermaterials (119a) und eines intrinsi-
schen Halbleitermaterials (121a) und eines dotierten Halb-
leitermaterials (123a) auf die Gate-Elektrode (113), die
Gate-Busleitung (115) und das Gate-Pad (117);

Ausbilden einer Source-Elektrode (133), einer Drain-Elek-
trode (143), einer Source-Busleitung (135), eines Sour-
ce-Pads (137) auf dem dotierten Halbleitermaterial (123a);
Entfernen des freiliegenden Bereichs des dotierten Halblei-
termaterials (123a), wobei die Source-Elektrode (133), die
Drain-Elektrode (143), die Source-Busleitung (135) und
das Source-Pad (137) als Maske verwendet werden, womit
eine dotierte Halbleiterschicht (123) gebildet wird,;
Ausbilden einer Halbleiterschicht (121) und einer Gate-Iso-
lierschicht (119) in einem Maskierungsschritt, wobei die
freiliegenden Bereiche der Halbleiterschicht (121) und der
Gate-Isolierschicht (119) aufRer den Bereichen der Halblei-
terschicht (121) und der Gate-Isolierschicht (119), welche
zwischen der Source-Elektrode (133) und...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein aktives Paneel fur
eine LCD und ein Herstellungsverfahren fir ein akti-
ves Paneel einer LCD, insbesondere eine Aktivma-
trix-Flussigkristall-Anzeigevorrichtung (AMLCD) mit
Dunnschichttransistoren und Pixelelektroden, welche
an die Dunnschichttransistoren angeschlossen und
zu einer Matrix angeordnet sind, weiter insbesondere
ein einfaches Herstellungsverfahren fir ein aktives
Paneel einer AMLCD, mit dem die Defekte in dem ak-
tiven Paneel verringert werden kénnen.

[0002] Unter verschiedenen Anzeigevorrichtungen
zum Anzeigen von Bildern auf einem Bildschirm sind
Dunnschicht-Flachpaneelanzeigevorrichtungen weit
verbreitet, weil sie relativ dinn und leicht sind.
[0003] Flussigkristall-Anzeigevorrichtungen (LCDs)
werden intensiv entwickelt und erforscht, weil sie eine
ausreichend hohe Auflésung und eine ausreichend
schnelle Reaktionszeit zum Anzeigen von bewegten
Bildern aufweisen.

[0004] Das Prinzip der Flussigkristallanzeigevor-
richtung beruht auf optischer Anisotropie und Polari-
sationseigenschaften von Flussigkristallmaterialien.
Durch diese Eigenschaften kann die Richtung, in wel-
cher die Flussigkristallmolekiile ausgerichtet sind,
durch Anlegen eines externen elektrischen Feldes
gesteuert werden. Abhangig von der Ausrichtung der
Flissigkristallmolekile wird Licht entweder durch die
Flussigkristallmolekile hindurchgelassen oder nicht.
Eine LCD nutzt effektiv dieses charakteristische Ver-
halten von Flussigkristallmaterial.

[0005] In letzter Zeit erhielten AMLCDs, welche zu
einer Matrix angeordnete TFTs und Pixelelektroden
aufweisen, grolRe Aufmerksamkeit, weil sie eine gute
Bildqualitat haben und naturliche Farben liefern.
[0006] Im folgenden wird der Aufbau einer konventi-
onellen LCD beschrieben. Die konventionelle LCD
weist zwei Paneele mit jeweils vielen darauf angeord-
neten Elementen und eine zwischen den beiden Pa-
neelen ausgebildete Flissigkristallschicht auf.

[0007] Das erste Paneel (oder Farbfilterpaneel)
weist rote (R), griine (G) und blaue (B) Farbfilter auf,
welche auf einem transparenten Substrat des ersten
Paneels entsprechend den Pixeln der LCD aufeinan-
derfolgend angeordnet sind und mit einer Matrix von
Pixeln zusammenwirken, wobei jedem Pixel jeweils
eine Gruppe von diesen drei Filtern, d.h. jeweils ein
roter (R), ein griner (G) und ein blauer (B) Farbfilter
zugeordnet ist. Zwischen diesen Farbfiltergruppen ist
eine schwarze Matrix angeordnet. Auf den Farbfiltern
ist eine gemeinsame Elektrode ausgebildet.

[0008] Das zweite Paneel (oder aktive Paneel) weist
eine Mehrzahl von Pixelelektroden auf, welche auf ei-
nem transparenten Substrat an den Pixeln der LCD
entsprechenden Positionen ausgebildet sind. Das
erste Paneel und das zweite Paneel sind derart zu-
sammengefigt, dal® die Mehrzahl von Pixelelektro-
den der Mehrzahl von Farbfiltern zugewandt ist. Eine
Mehrzahl von Signalbusleitungen erstreckt sich in
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der Zeilenrichtung der Pixelelektroden. Eine Mehr-
zahl von Datenbusleitungen erstreckt sich in der
Spaltenrichtung der Pixelelektroden. In einem Eckbe-
reich der Pixelelektrode ist ein Duinnschichttransistor
ausgebildet, um ein elektrisches Signal an das Pixel
anzulegen. Die Gateelektrode des Dinnschichttran-
sistors ist an eine entsprechende Signalbusleitung
(d.h. Gatebusleitung) angeschlossen und die Sour-
ceelektrode des Dunnschichttransistors ist an eine
entsprechende Datenbusleitung (d.h. Sourcebuslei-
tung) angeschlossen. Die Endbereiche der Gatebus-
leitungen und die der Sourcebusleitungen weisen
Anschlisse (Pads) auf, um extern angelegte elektri-
sche Signale aufzunehmen.

[0009] Das oben beschriebene erste und das zweite
Paneel werden miteinander verbunden und einander
zugewandt angeordnet, wobei sie einen vorbestimm-
ten Abstand (Zellenspalt) voneinander aufweisen
und ein Flussigkristallmaterial in den Zellenspalt zwi-
schen die beiden Paneele injiziert wird.

[0010] Der Herstellungsprozel3 fur das konventio-
nelle Flussigkristallpaneel ist ziemlich kompliziert und
erfordert mehrere unterschiedliche Herstellungs-
schritte. Insbesondere das aktive Paneel mit Dinn-
schichttransistoren und Pixelelektroden erfordert vie-
le Herstellungsschritte. Deswegen besteht ein Be-
darf, das Herstellungsverfahren zu vereinfachen, um
die moglichen Defekte, welche wahrend der Herstel-
lung des aktiven Paneels auftreten kdnnen, zu verrin-
gern, und um den Aufwand und die Schwierigkeiten,
welche die Herstellung der Flussigkristallanzeige mit
sich bringt, zu verringern.

[0011] Ein herkdmmliches Herstellungsverfahren
fur ein aktives Paneel einer AMLCD wird nachfol-
gend, bezogen auf den Maskierungsprozel3, be-
schrieben. Fig. 1 zeigt eine vergrofRerte Draufsicht
auf einen Abschnitt eines aktiven Paneels einer
AMLCD und die Fig. 2a bis 2f zeigen Schnittansich-
ten wahrend der Herstellungsschritte des aktiven Pa-
neels entlang der Linie lI-Il in Fig. 1.

[0012] Ein erstes Metall wird durch Vakuumbe-
dampfen auf ein Substrat 11 aufgetragen und struk-
turiert, um eine Gate-Elektrode 13, eine Gate-Buslei-
tung 15 und ein Gate-Pad 17 in einem ersten Maskie-
rungsschritt auszubilden (Fig. 2a).

[0013] Ein Isoliermaterial 19a, wie Siliziumnitrid
oder Siliziumoxid, ein intrinsisches Halbleitermaterial
21a, ein mit Fremdatomen dotiertes Halbleitermateri-
al 23a und ein zweites Metall werden aufeinanderfol-
gend durch Vakuumbedampfen auf der resultieren-
den Oberflache des Substrates einschlieRlich des
ersten Metalls aufgetragen und das zweite Metall
wird strukturiert, um eine Source-Elektrode 33, eine
Drain-Elektrode 43, eine Source-Busleitung 35 und
ein Source-Pad 37 in einem zweiten Maskierungs-
schritt auszubilden (Fig. 2b).

[0014] Der freiliegende Bereich des mit Fremdato-
men dotierten Halbleitermaterials 23a wird entfernt,
um eine dotierte Halbleiterschicht 23 auszubilden,
wobei die Source-Elektrode 33, die Drain-Elektrode
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43, die Source-Busleitung 35 und das Source-Pad 37
als Masken verwendet werden. Dies dient zum voll-
standigen Entfernen der freiliegenden Bereiche des
mit Fremdatomen dotierten Halbleitermaterials 23a.
Eine zusatzliche Maske ist fiir diesen Schritt nicht er-
forderlich (Fig. 2c).

[0015] Dann werden Bereiche des Isoliermaterials
19a und Bereiche des intrinsischen Halbleitermateri-
als 21a zusammen selektiv entfernt, um eine
Gate-Isolierschicht 19 und eine Halbleiterschicht 21
in einem Uber der Gate-Elektrode 13 befindlichen ak-
tiven Bereich in einem dritten Maskierungsschritt
auszubilden. Gleichzeitig werden das Isoliermaterial
19a und das Halbleitermaterial 21a, welche die
Gate-Busleitung 15 und das Gate-Pad 17 bedecken,
vollstéandig entfernt, wohingegen das Isoliermaterial
19a und das halbleitende Material 21a unter der
Source-Busleitung 35 und dem Source-Pad 37 ver-
bleiben (Fig. 2d).

[0016] Durch Auftragen eines Isoliermaterials, wie
Siliziumnitrid oder Siliziumoxid wird eine anorgani-
sche Schutzschicht 39 auf der resultierenden Ober-
flache des Substrates, einschliel3lich der Sour-
ce-Elektrode 33 der Drain-Elektrode 43 des
Gate-Pads 17 und des Source-Pads 37 ausgebildet.
Dann wird die anorganische Schutzschicht 39 struk-
turiert, um ein Drain-Kontaktloch 61, ein
Gate-Pad-Kontaktloch 63 und ein Source-Pad-Kon-
taktloch 65 auszubilden, welche in einem vierten
Maskierungsschritt jeweils Bereiche der Drain-Elek-
trode 43, des Gate-Pads 17 bzw. des Source-Pads
37 freilegen (Fig. 2e).

[0017] Indiumzinnoxid (ITO) wird durch Vakuumbe-
dampfen auf der Schutzschicht 39 aufgetragen undin
einem funften Maskierungsschritt strukturiert, um
eine Pixel-Elektrode 53, einen Gate-Pad-Anschluf}
57 und einen Source-Pad-Anschlufd 77 auszubilden.
Die Pixel-Elektrode 53 ist durch das Drain-Kontakt-
loch 61 hindurch an die Drain-Elektrode 43 ange-
schlossen. Der Gate-Pad-Anschlul} 57 ist durch das
Gate-Pad-Kontaktloch 63 hindurch an das Gate-Pad
17 angeschlossen. Der Source-Pad-Anschlul® 77 ist
durch das Source-Pad-Kontaktloch 65 hindurch an
das Source-Pad 37 angeschlossen (Fig. 2f).

[0018] Ferner koénnen =zusatzliche Maskierungs-
schritte erforderlich sein, wenn das Gate-Pad 17 ge-
mafR einem anderen Herstellungsverfahren ausgebil-
det wird oder wenn andere, als die oben beschriebe-
nen Elemente ausgebildet werden sollen.

[0019] Wahrend des Herstellens des herk&émmli-
chen aktiven Paneels tritt das Problem der Leitungs-
unterbrechung wahrend des Auftragens des Indi-
umzinnoxid zum Ausbilden der Pixel-Elekirode 53
auf, weil in dem Bereich, wo die Pixel-Elektrode 53
und die Drain-Elektrode 43 verbunden sind, ein ge-
stuftes Profil vorhanden ist. Das gestufte Profil wird
von der Drain-Elektrode 43 ausgebildet, welche sich
Uber den Rand der Halbleiterschicht 21, der dotierten
Halbleiterschicht 23 und der Gate-Isolierschicht 19
hinaus erstreckt (Fig. 3a und 3b). Wahrend des Atz-
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prozesses (Fig. 2d) verursacht das gemeinsame se-
lektive Abatzen des Halbleitermaterials 21a und der
Gate-Isolierschicht 19 ein Einkerben, welches das
gestufte Profil hervorruft. Dadurch tritt Leitungsunter-
brechung der Pixel-Elektrode 53 an einer mit LD mar-
kierten Stelle nahe an dem Rand der Drain-Elektrode
(wie aus Fig. 3a ersichtlich) auf. Die Leitungsunter-
brechung der Pixel-Elektrode 53 flihrt zu einer Verrin-
gerung der Produktionsausbeute des aktiven Pa-
neels.

Stand der Technik

[0020] Die nach dem Prioritatstag der vorliegenden
Patentanmeldung verdéffentlichte altere deutsche Pa-
tentanmeldung DE 197 21 451 A1 offenbart insbe-
sondere in Fig. 5A bis 51 samt zugehdriger Beschrei-
bung eine Flissigkristallanzeige mit aktiver Matrix
und ein Herstellungsverfahren dafr.

[0021] US 5,003,356 offenbart insbesondere in
Fig. 3 bis 4F eine DUnnschichttransistor-Anordnung
und ein Verfahren zum Herstellen einer Dinnschicht-
transistor-Anordnung.

[0022] Wang et al. 1995 ("The Effects of NH, Plas-
ma Passivation on Polysilicon Thin-Film Transistors",
IEEE Electron Device Letters, Vol. 16, Nr. 11,
S.503-505) offenbart NH, Plasma-Passivieren eines
Poly-Silizium-Dinnschichttransistors zum Verringern
des Off-Stroms und zum  Erhéhen des
On-/Off-Strom-Verhaltnisses.

Aufgabenstellung

[0023] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein aktives Paneel fiir eine LCD und ein Herstellungs-
verfahren fir ein aktives Paneel einer LCD bereitzu-
stellen, die bei vertretbarem Herstellungsaufwand
gute Betriebseigenschaften aufweisen.

[0024] Die Aufgabe wird durch das aktive Paneel fur
eine LCD und durch das Herstellungsverfahren fir
ein aktives Paneel einer LCD mit den Merkmalen ge-
maf den unabhangigen Patentanspriichen gel6st.
[0025] Ein Herstellungsverfahren eines aktiven Pa-
neels fir eine LCD kann folgende Schritte aufweisen:
Ausbilden einer ersten leitenden Schicht durch Auf-
tragen und Strukturieren eines ersten leitenden Ma-
terials auf einem Substrat; aufeinanderfolgendes
Auftragen eines ersten anorganischen Isoliermateri-
als, eines intrinsischen Halbleitermaterials, eines mit
Fremdatomen dotierten Halbleitermaterials und ei-
nes zweiten leitenden Materials auf der resultieren-
den Oberflache des Substrates; Strukturieren des
zweiten leitenden Materials und Strukturieren der do-
tierten Halbleiterschicht; Strukturieren des Halbleiter-
materials und des ersten anorganischen Isoliermate-
rials, um einen Bereich der ersten leitenden Schicht
und einen Bereich des Substrats freizulegen. Ausbil-
den einer organischen Schutzschicht mit einer Mehr-
zahl von Kontaktausnehmungen zum Freilegen eines
Bereichs der ersten leitenden Schicht und eines Be-
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reichs der zweiten leitenden Schicht durch Auftragen
und Strukturieren eines organischen Isoliermaterials
auf der resultierenden Oberflache des Substrats ein-
schlieBllich der zweiten leitenden Schicht; und Ausbil-
den einer dritten leitenden Schicht, welche an einen
Bereich der ersten leitenden Schicht und an einen
Bereich der zweiten leitenden Schicht durch die Kon-
taktausnehmungen hindurch angeschlossen ist,
durch Auftragen und Strukturieren eines dritten lei-
tenden Materials auf der resultierenden Oberflache
des Substrats einschlie8lich der organischen Schutz-
schicht.

Ausfiuhrungsbeispiel

[0026] In der Zeichnung zeigen:

[0027] Fig. 1 eine vergroRerte Draufsicht, welche
den Aufbau eines Abschnitts eines herkdmmlichen
aktiven Paneels einer LCD zeigt;

[0028] Fig. 2a bis 2f Schnittansichten entlang der
Linie Il-Il aus Fig. 1 wahrend der Herstellungsschritte
eines herkdmmlichen aktiven Paneels einer LCD;
[0029] Fig. 3a eine Schnittansicht entlang der Linie
[I-1I aus Fig. 1, welche den Aufbau eines Abschnitts
eines herkdbmmlichen aktiven Paneels einer LCD
zeigt;

[0030] Fig. 3b eine vergrolerte Schnittansicht, wel-
che Leitungsunterbrechungen in Bereichen des in
Fig. 3a gezeigten, herkdmmlichen aktiven Paneels
zeigt;

[0031] Fig. 4 eine vergroRerte Draufsicht, welche
den Aufbau eines Abschnitts eines aktiven Paneels
einer LCD gemal einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form der Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 5a bis 5f Schnittansichten entlang der
Linie V-V aus Fig. 4 wahrend der Herstellungsschrit-
te eines aktiven Paneels einer LCD gemal einer be-
vorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung;

[0033] Fig. 6a eine Schnittansicht entlang der Linie
V-V aus Fig. 4, welche den Aufbau eines Bereichs ei-
nes aktiven Paneels einer LCD gemal einer bevor-
zugten Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 6b eine vergrolerte Schnittansicht, wel-
che den Aufbau eines Bereichs des in Fig. 6a gezeig-
ten aktiven Paneels einer LCD gemal einer bevor-
zugten Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt, bei wel-
chem Leitungsunterbrechungen eliminiert wurden:
[0035] Fig. 7a bis 7¢ Schnittansichten entlang Linie
V-V aus Fig. 4, wahrend der Herstellungsschritte ei-
nes aktiven Paneels einer LCD gemal einer anderen
bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung, wel-
ches eine anorganische Schutzschicht aufweist;
[0036] Fig. 8a bis 8c Schnittansichten entlang der
Linie V-V aus Fig. 4 wahrend der Herstellungsschrit-
te eines aktiven Paneels einer LCD einer weiteren,
anderen bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin-
dung, welches eine anorganische Schutzschicht auf-
weist;

[0037] Fig. 9a bis 9¢c Schnittansichten entlang der
Linie V-V aus Fig. 4 wahrend der Herstellungsschrit-
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te eines aktiven Paneels einer LCD einer weiteren,
anderen bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin-
dung, welches Stickstoffplasmabehandlung aufweist;
[0038] Fig. 10a bis 10c Schnittansichten entlang
der Linie V-V aus Fig. 4 wahrend der Herstellungs-
schritte eines aktiven Paneels einer LCD einer weite-
ren, anderen bevorzugten Ausfiihrungsform der Er-
findung bei welchem das Gate-Pad vollstandig frei-
gelegt ist.

[0039] Im folgenden wird ein Herstellungsverfahren
eines aktiven Paneels gemaf der bevorzugten Aus-
fuhrungsformen der Erfindung beschrieben.

[0040] Ein erstes Metall wird durch Vakuumbe-
dampfen auf ein Substrat aufgetragen und struktu-
riert, um eine Gate-Elektrode, eine Gate-Busleitung
und ein Gate-Pad auszubilden. Ein erstes Isolierma-
terial, ein Halbleitermaterial, ein mit Fremdatomen
dotiertes Halbleitermaterial und ein zweites Metall
werden aufeinanderfolgend auf die resultierende
Oberflaiche des Substrates einschlieRlich der
Gate-Elektrode der Gate-Busleitung und des
Gate-Pads aufgetragen. Dann wird das zweite Metall
strukturiert, um eine Source-Elektrode und eine
Drain-Elektrode Uber der Gate-Elektrode auszubil-
den sowie eine Source-Busleitung und ein Sour-
ce-Pad uber der dotierten Halbleiterschicht auszubil-
den. Der freiliegende Bereich der dotierten Halblei-
terschicht wird entfernt, wobei die Source-Elektrode,
die Drain-Elektrode, die Source-Busleitung und das
Source-Pad als Masken verwendet werden. Die frei-
liegenden Bereiche der Halbleiterschicht und der ers-
ten Isolierschicht werden entfernt, aul3er den Berei-
chen der Halbleiterschicht und der ersten Isolier-
schicht, welche zwischen der Source-Elektrode und
der Drain-Elektrode freiliegen. Eine organische
Schicht wird auf der resultierenden Oberflache des
Substrates einschlieRlich der Source-Elektrode, der
Drain-Elektrode, der Source-Busleitung und des
Source-Pads aufgetragen, um eine Schutzschicht
auszubilden. Die Schutzschicht wird strukturiert, um
Kontaktausnehmungen Uber der Drain-Elektrode,
dem Gate-Pad und dem Source-Pad auszubilden.
Ein transparentes, leitendes Material wird durch Va-
kuumbedampfen auf der resultierenden Oberflache
des Substrats, einschlieBlich der Schutzschicht auf-
getragen und strukturiert, um eine Pixel-Elektrode
Uber der Drain-Elektrode, einen Gate-Pad-Anschluf3
Uber dem Gate-Pad und einen Source-Pad-Anschluf
Uber dem Source-Pad auszubilden.

[0041] Fig. 4 zeigt eine vergroRerte Draufsicht, wel-
che den Aufbau eines Abschnitts eines aktiven Pa-
neels einer LCD gemal einer bevorzugten Ausfih-
rungsform der Erfindung zeigt;

[0042] Fig. 5a bis 5f zeigen Schnittansichten ent-
lang der Linie V-V aus Fig. 4 wahrend der Herstel-
lungsschritte eines aktiven Paneels einer LCD ge-
mal einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin-
dung.
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Beispiel 1

[0043] Ein erstes, Aluminium aufweisendes Metall
wird durch Vakuumbedampfen auf ein Substrat 111
aufgetragen und in einem ersten Maskierungsschritt
strukturiert, um eine Gate-Elektrode 113, eine
Gate-Busleitung 115 und ein Gate-Pad 117 auszubil-
den. Die Gate-Elektrode 113 ist in einem Eckbereich
einer Pixel-Elektrode ausgebildet. Die Pixel-Elektro-
den sind zu einer Matrix angeordnet. Die Gate-Bus-
leitung 115 ist an die in Zeilenrichtung ausgebildeten
Gate-Elektroden 113 angeschlossen. Das Gate-Pad
117 ist an einem Ende der Gate-Busleitung 115 aus-
gebildet, welches an einen Anschlufd einer externen
Treibereinheit angeschlossen ist (Fig. 5a).

[0044] Ein anorganisches Isoliermaterial 119a, wie
Siliziumnitrid oder Siliziumoxid, ein intrinsisches
Halbleitermaterial 121a, wie amorphes Silizium, ein
mit Fremdatomen dotiertes Halbleitermaterial 123a,
wie mit Fremdatomen dotiertes Silizium, und ein
zweites Metall, welches Chrom aufweist, werden auf-
einanderfolgend auf der resultierenden Oberflache
des Substrats einschliellich der Gate-Elektrode 113,
der Gate-Busleitung 115 und des Gate-Pads 117 auf-
getragen. Das zweite Metall wird strukturiert, um eine
Source-Elektrode 133, eine Source-Busleitung 135
und ein Source-Pad 137 in einem zweiten Maskie-
rungsschritt auszubilden. Die Source-Elektrode 133
Uberlappt einen Abschnitt der Gate-Elektrode 113,
wobei das Halbleitermaterial 121a, das mit Fremda-
tomen dotierte Halbleitermaterial 123a, und das an-
organische Isoliermaterial 119a dazwischen ausge-
bildet ist. Die Drain-Elektrode 143 ist von der Sour-
ce-Elektrode 133 getrennt und Uberlappt einen ande-
ren Abschnitt der Gate-Elekirode 113, wobei das
Halbleitermaterial 121a, das mit Fremdatomen do-
tierte Halbleitermaterial 123a, und das anorganische
Isoliermaterial 119a dazwischen ausgebildet ist. Die
Source-Busleitung 135 ist an die in Spaltenrichtung
ausgebildeten Source-Elektroden 133 angeschlos-
sen. Das Source-Pad 137 ist an einem Ende der
Source-Busleitung 135 ausgebildet (Fig. 5b).

[0045] Der freiliegende Bereich des mit Fremdato-
men dotierten Halbleitermaterials 123a wird durch
ein Trockenatzverfahren entfernt, um eine mit Frem-
datomen dotierte Halbleiterschicht 123 auszubilden
(Fig. 5c¢).

[0046] In einem dritten Maskierungsschritt werden
das anorganische Isoliermaterial 119a und das intrin-
sische Halbleitermaterial 121a strukturiert, um Uber
der Gate-Elektrode 113 eine Halbleiterschicht 121 als
Kanalschicht und eine erste Isolierschicht 119 auszu-
bilden. Gleichzeitig wird das Gate-Pad 117 vollstan-
dig freigelegt. Unter dem Source-Pad 137 verbleibt
eine Dummy-Dinnfilmschicht aus dem mit Fremda-
tomen dotierten Halbleitermaterial 123a und dem
Halbleitermaterial 121a (Fig. 5d).

[0047] Ein organisches Material wie bevorzugt BCB
(Benzozyklobuten), PFCB (Perfluorozyklobutan)
oder fluoriertes d-Paraxylol wird auf der Oberflache
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des Substrats 111, einschliellich der Source-Elektro-
de 133, der Drain-Elektrode 143, der Source-Buslei-
tung 135 und des Source-Pads 137 aufgetragen, um
eine organische Schutzschicht 139 auszubilden. In
einem vierten Maskierungsschritt wird die organische
Schutzschicht 139 strukturiert, um ein Drain-Kontakt-
loch 161, ein Gate-Pad-Kontaktloch 163 und ein
Source-Pad-Kontaktloch 165 auszubilden. Das
Drain-Kontaktloch wird durch Entfernen des die
Drain-Elektrode 143 bedeckenden Bereichs der or-
ganischen Schutzschicht 139 ausgebildet, um die
Drain-Elektrode 143 freizulegen. Das Gate-Pad-Kon-
taktloch 163 wird durch Entfernen des das Gate-Pad
117 bedeckenden Bereichs der organischen Schutz-
schicht 139 ausgebildet, um das Gate-Pad 117 frei-
zulegen. Das Source-Pad-Kontaktloch 165 wird
durch Entfernen des das Source-Pad 137 bedecken-
den Bereichs der organischen Schutzschicht 139
ausgebildet, um das Source-Pad 137 freizulegen
(Fig. 5e).

[0048] Indiumzinnoxid wird durch Vakuumbedamp-
fen auf der resultierenden Oberflache des Substrats,
einschlieBlich der Schutzschicht 139 aufgetragen
und in einem fiinften Maskierungsschritt strukturiert,
um eine Pixel-Elektrode 153, einen Gate-Pad-An-
schlul 157 und einen Source-Pad-Anschlul3y 177
auszubilden. Die Pixel-Elektrode 153 ist durch das
Drain-Kontaktloch 161 hindurch an die Drain-Elektro-
de 143 angeschlossen. Der Gate-Pad-Anschlul} 157
ist durch das Gate-Pad-Kontaktloch 163 hindurch an
das Gate-Pad 117 angeschlossen. Der Sour-
ce-Pad-Anschlufy 177 ist durch das Source-Pad-Kon-
taktloch 165 hindurch an das Source-Pad 137 ange-
schlossen (Fig. 5f).

[0049] Beim Entfernen der Bereiche der Halbleiter-
schicht 121a und der Gate-Isolierschicht 119a durch
Abatzen wie im dritten Maskierungsschritt dieser be-
vorzugten Ausfihrungsform treten Einkerbungen der
Schichten unterhalb der Metallschicht an Stellen wie
unter der Source-Elektrode 133, der Drain-Elektrode
143 und dem Source-Pad 137 auf, weil NaRatzver-
fahren verwendet werden. Dies verursacht ein ge-
stuftes Profil und Leitungsunterbrechungen kénnen
durch den eingekerbten Bereich verursacht werden,
wenn die gestufte Oberflache beschichtet wird.
[0050] Jedoch wird gemalR eines Merkmals der be-
vorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung eine glatte
Oberflache auf dem Substrat ausgebildet, wenn ein
organisches Isoliermaterial wie BCB, PFCB und fluo-
riertes d-Paraxylol aufgetragen wird, um eine organi-
sche Schutzschicht 139 auszubilden, wodurch das
Auftreten eines gestuften Profils vermieden wird.
Durch die neue Schutzschicht 139 treten in den fol-
genden Schichten, einschliel3lich der Pixel-Elektrode
153 und der Pad-Anschliisse 157 und 177 keine in
Defekte resultierenden Leitungsunterbrechungen auf
(Fig. 6a und 6b).
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Beispiel 2

[0051] Gemal Beispiel 1 berthrt die Halbleiter-
schicht 121 die bevorzugt aus BCB, PFCB oder fluo-
riertem d-Paraxylol hergestellte Schutzschicht 139
(Fig. 5f). In diesem Fall kann die Instabilitdt des
Ubergangs zwischen dem organischen Material 139
und der Halbleiterschicht 121 die Leistung des die
Halbleiterschicht aufweisenden TFT beeinflussen.
[0052] Um dieses Problem zu vermeiden wird fol-
gendes Verfahren vorgestellt. Die Herstellungsschrit-
te sind in den Fig. 7a bis 7c beschrieben, wobei die
vorhergehenden Schritte bevorzugt die bis zu dem
aus Fig. 5d ersichtlichen Schritt identischen Schritte
des Beispiels 1 sind.

[0053] Nachdem wahrend des zweiten Maskie-
rungsschrittes aus Beispiel 1 die Source-Elektrode
133, die Drain-Elektrode 143 und das Source-Pad
137 ausgebildet worden sind (Fig. 5d), werden die
anorganische lIsolierschicht 119a, wie Siliziumnitrid
oder Siliziumoxid, und die intrinsische Halbleiter-
schicht 121a in einem dritten Maskierungsschritt
strukturiert, um Uber der Gate-Elektrode 113 eine
Halbleiterschicht 121 als Kanalschicht und eine erste
Isolierschicht 119 auszubilden. Gleichzeitig wird das
Gate-Pad 117 vollstandig freigelegt. Unter dem Sour-
ce-Pad 137 verbleibt eine Dummy-Dunnfilmschicht
aus dem mit Fremdatomen dotierten Halbleitermate-
rial 123a und dem Halbleitermaterial 121a (Fig. 7a).
[0054] Dann wird ein anorganisches Isoliermaterial,
wie Siliziumnitrid oder Siliziumoxid, durch Vakuumbe-
dampfen auf die resultierende Oberflache des Subst-
rates aufzutragen, um eine anorganische Schutz-
schicht 239 auszubilden. Ein organisches Material,
wie BCB, PFCB und fluoriertes d-Paraxylol wird auf
der resultierenden Oberflache des Substrates ein-
schliellich der anorganischen Schutzschicht 239
aufgetragen, um eine organische Schutzschicht 139
auszubilden. Dann werden in einem vierten Maskie-
rungsschritt die organische Schutzschicht 139 und
die anorganische Schutzschicht 239 strukturiert, um
ein Drain-Kontaktloch 161, ein Gate-Pad-Kontaktloch
163 und ein Source-Pad-Kontaktloch 165 auszubil-
den. Das Drain-Kontaktloch 161 wird durch Entfer-
nen der die Drain-Elektrode 143 bedeckenden Berei-
che der organischen Schutzschicht 139 und der an-
organischen Schutzschicht 239 ausgebildet, um ei-
nen Bereich der Drain-Elektrode 143 freizulegen.
Das Gate-Pad-Kontaktloch 163 wird durch Entfernen
der das Gate-Pad 117 bedeckenden Bereiche der or-
ganischen Schutzschicht 139 und der anorganischen
Schutzschicht 239 ausgebildet, um einen Bereich
des Gate-Pads 117 freizulegen. Das Sour-
ce-Pad-Kontaktloch 165 wird durch Entfernen der
das Source-Pad 137 bedeckenden Bereiche der or-
ganischen Schutzschicht 139 und der anorganischen
Schutzschicht 239 ausgebildet, um einen Bereich
des Source-Pads 137 freizulegen (Fig. 7b).

[0055] Dann wird Indiumzinnoxid durch Vakuumbe-
dampfen auf die resultierende Oberflache des Subst-

rats, einschliel3lich der organischen Schutzschicht
139 aufgetragen und in einem flnften Maskierungs-
schritt strukturiert, um eine Pixel-Elektrode 153, ei-
nen Gate-Pad-Anschlu3 157 und einen Sour-
ce-Pad-Anschlul3 177 auszubilden. Die Pixel-Elektro-
de 153 ist durch das Drain-Kontaktloch 161 hindurch
an die Drain-Elektrode 143 angeschlossen. Der
Gate-Pad-Anschluf 157 ist durch das
Gate-Pad-Kontaktloch 163 hindurch an das
Gate-Pad 117 angeschlossen. Der Source-Pad-An-
schlul® 177 ist durch das Source-Pad-Kontaktloch
165 an das Source-Pad 137 angeschlossen
(Fig. 7c).

Beispiel 3

[0056] Vor dem Ausbilden einer bevorzugt aus BCB,
PFCB oder fluoriertem d-Paraxylol hergestellten or-
ganischen Schutzschicht 139, wie in Beispiel 2, kann
eine anorganische Schutzschicht 239 aus Siliziumni-
trid oder Siliziumoxid ausgebildet werden, welche le-
diglich den freiliegenden Bereich der Halbleiter-
schicht 121 sowie Bereiche der Source-Elektroden
133 und der Drain-Elektroden 143 bedeckt. Bezogen
auf die Fig. 8a bis 8c wird ein, auf den in Fig. 5d ge-
zeigten Herstellungsschritt des Beispiels 1 folgendes
Verfahren beschrieben.

[0057] Wahrend eines dritten Maskierungsschrittes
werden das anorganische Isoliermaterial 119a, wel-
ches Siliziumnitrid oder Siliziumoxid aufweist, und
das intrinsische Halbleitermaterial 121a strukturiert,
um Uber der Gate-Elektrode 113 eine Halbleiter-
schicht 121 als Kanalschicht und eine erste Isolier-
schicht 119 auszubilden (Fig. 5d). Dann wird ein an-
organisches Material, welches Siliziumnitrid oder Si-
liziumoxid aufweist, durch Vakuumbedampfen auf
der gesamten resultierenden Oberflache des Subst-
rats aufgetragen. Wahrend eines vierten Maskie-
rungsschrittes wird die anorganische Schicht struktu-
riert, um eine anorganische Schutzschicht 239 aus-
zubilden, welche lediglich den zwischen der Sour-
ce-Elektrode 133 und der Drain-Elektrode 143 freilie-
genden Bereich der Halbleiterschicht 121 sowie Be-
reiche der Source-Elektrode 133 und der Drain-Elek-
trode 143 bedeckt, welche an den freiliegenden Be-
reich der Halbleiterschicht 121 angrenzen (Fig. 8a).

[0058] Ein organisches Isoliermaterial, wie bevor-
zugt BCB, PFCB oder fluoriertes d-Paraxylol, wird auf
der resultierenden Oberflache des Substrates ein-
schliellich der Source-Elektrode und der Drain-Elek-
trode sowie der anorganischen Schutzschicht 239
aufgetragen, um eine organische Schutzschicht 139
auszubilden. Wahrend eines funften Maskierungs-
schrittes wird die organische Schutzschicht 139
strukturiert, um ein Drain-Kontaktloch 161, ein
Gate-Pad-Kontaktloch 163 und ein Source-Pad-Kon-
taktloch 165 auszubilden (Fig. 8b). Indiumzinnoxid
wird durch Vakuumbedampfen auf die resultierende
Oberflache des Substrats, einschliel3lich der organi-
schen Schutzschicht 139 aufgetragen und in einem
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sechsten Maskierungsschritt strukturiert, um eine Pi-
xel-Elektrode 153, einen Gate-Pad-Anschlull 157
und einen Source-Pad-Anschlul 177 auszubilden
(Fig. 8c).

Beispiel 4

[0059] Das folgende Beispiel sieht eine andere Me-
thode zum Eliminieren des instabilen Ubergangs zwi-
schen der Halbleiterschicht 121 und der bevorzugt
aus BCB, PFCB oder fluoriertem d-Paraxylol herge-
stellten organischen Schutzschicht 139 vor. Bei Bei-
spiel 1 werden wahrend eines dritten Maskierungs-
schrittes das anorganische Isoliermaterial 119a, wel-
ches Siliziumnitrid oder Siliziumoxid aufweist, und
das intrinsische Halbleitermaterial 121a strukturiert,
um Uber der Gate-Elektrode 113 eine Halbleiter-
schicht 121 als Kanalschicht und eine erste Isolier-
schicht 119 auszubilden. Gleichzeitig wird das
Gate-Pad 117 vollstandig freigelegt (Fig. 5d). Dann
wird die Oberflache der zwischen der Source-Elek-
trode 133 und der Drain-Elektrode 143 freiliegenden
Halbleiterschicht 121 mit Stickstoffgas plasmabehan-
delt, um eine Siliziumnitrid-Schicht 339 auf der Ober-
flache der Halbleiterschicht 121 auszubilden, welche
einen stabilen Ubergang zu dem darauf aufzutragen-
den, organischen Material schafft (Fig. 9a bis 9c).
[0060] Ein organisches Isoliermaterial, wie BCB,
PFCB oder fluoriertes d-Paraxylol wird auf der resul-
tierenden Oberflache des Substrats, einschliel3lich
der Source-Elektrode 133 und der Drain-Elektrode
143 aufgebracht, um eine organische Schutzschicht
139 auszubilden. Wahrend eines vierten Maskie-
rungsschrittes wird die organische Schutzschicht 139
strukturiert, um ein Drain-Kontaktloch 161, ein
Gate-Pad-Kontaktloch 163, und ein  Sour-
ce-Pad-Kontaktloch 165 auszubilden. Das
Drain-Kontaktloch 161 legt einen Bereich der
Drain-Elektrode 143 frei, wobei der die Drain-Elektro-
de 143 bedeckende Bereich der organischen Schutz-
schicht 139 entfernt wird. Das Gate-Pad-Kontaktloch
163 legt einen Bereich des Gate-Pads frei, wobei der
das Gate-Pad 117 bedeckende Bereich der organi-
schen Schutzschicht 139 entfernt wird. Das Sour-
ce-Pad-Kontaktloch 165 legt einen Bereich des Sour-
ce-Pads 137 frei, wobei der das Source-Pad 137 be-
deckende Bereich der organischen Schutzschicht
139 entfernt wird (Fig. 9b).

[0061] Indiumzinnoxid wird auf der resultierenden
Oberflache des Substrats, einschlieRlich der organi-
schen Schutzschicht 139 aufgetragen und wahrend
eines fuinften Maskierungsschrittes strukturiert, um
eine Pixel-Elektrode 153, einen Gate-Pad-Anschluf}
157 und einen Source-Pad-Anschlul® 177 auszubil-
den. Die Pixel-Elektrode 153 ist durch das Drain-Kon-
taktloch 161 hindurch an die Drain-Elektrode 143 an-
geschlossen. Der Gate-Pad-Anschlul 157 ist durch
das Gate-Pad-Kontaktloch 163 hindurch an das
Gate-Pad 117 angeschlossen. Der Source-Pad-An-
schlul 177 ist durch das Source-Pad-Kontaktloch
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165 hindurch an das Source-Pad 137 angeschlossen
(Fig. 9c).

Beispiel 5

[0062] Bei dem folgenden Beispiel kann, verglichen
mit Beispiel 1, das Gate-Pad 117, ohne Ausbilden ei-
nes Gate-Pad-Kontaktlochs, vollstandig freigelegt
werden wahrend die das Gate-Pad 117 bedeckende
organische Schutzschicht 139 strukturiert wird. Lei-
tungsunterbrechungen des Gate-Pad-Anschlusses
157, welche durch ineffektives Auftragen des Indi-
umzinnoxids entlang der Wand des Gate-Pad-Kon-
taktlochs hervorgerufen werden, kénnen vermieden
werden. Dieses Beispiel wird, bezogen auf die
Fig. 10a bis 10c, dem in Fig. 5¢ gezeigten Herstel-
lungsschritt aus Beispiel 1 nachfolgend, beschrieben.
[0063] Nachdem, wahrend des zweiten Maskie-
rungsschrittes aus Beispiel 1 (Fig. 5¢c) die Sour-
ce-Elektrode 133, die Drain-Elektrode 143 und das
Source-Pad 137 ausgebildet wurden, werden das an-
organische lIsoliermaterial 119a, wie Siliziumnitrid
oder Siliziumoxid, und das intrinsische Halbleiterma-
terial 121a wahrend eines dritten Maskierungsschrit-
tes strukturiert, um Uber der Gate-Elektrode 113 eine
Halbleiterschicht 121 als Kanalschicht und eine erste
Isolierschicht 119 auszubilden. Gleichzeitig wird das
Gate-Pad 117 vollstandig freigelegt.

[0064] Unter dem Source-Pad 137 verbleibt eine
Dummy-Dinnfilmschicht des mit Fremdatomen do-
tierten Halbleitermaterials 123a und des Halbleiter-
materials 121a (Fig. 10a).

[0065] Ein organisches Isoliermaterial, wie bevor-
zugt BCB, PFCB oder fluoriertes d-Paraxylol, wird auf
der resultierenden Oberflache des Substrats, ein-
schlief3lich der Source-Elektrode 133 aufgetragen,
um eine organische Schutzschicht 139 auszubilden.
Wahrend eines vierten Maskierungsschrittes wird die
organische Schutzschicht 139 strukturiert, um ein
Drain-Kontaktloch 161 und ein Source-Pad-Kontakt-
loch 165 auszubilden. Das Drain-Kontaktloch 161
legt einen Bereich der Drain-Elektrode 143 frei, wobei
der die Drain-Elektrode 143 bedeckende Bereich der
organischen Schutzschicht 139 entfernt wird. Das
Source-Pad-Kontaktloch 165 legt einen Bereich des
Source-Pads 137 frei, wobei der das Source-Pad 137
bedeckende Bereich der organischen Schutzschicht
139 entfernt wird. Gleichzeitig wird das Gate-Pad frei-
gelegt, wobei die das Gate-Pad 117 bedeckende or-
ganische Schutzschicht 139 entfernt wird (Fig. 10b).
[0066] Indiumzinnoxid wird durch Vakuumbedamp-
fen auf der resultierenden Oberflache des Substrats,
einschlieRlich der organischen Schutzschicht 139
aufgetragen und wahrend eines fiinften Maskie-
rungsschrittes strukturiert, um eine Pixel-Elektrode
153, einen Gate-Pad-Anschluf3 157 und einen Sour-
ce-Pad-Anschlufy 177 auszubilden. Die Pixel-Elektro-
de 153 ist durch das Drain-Kontaktloch 161 hindurch
an die Drain-Elektrode 143 angeschlossen. Der
Gate-Pad-Anschluf} ist an das Gate-Pad 117 ange-
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schlossen, ohne dal3, wie bei den vorhergehenden
Beispielen, ein Gate-Pad-Kontaktloch ausgebildet
wird. Der Source-Pad-Anschlufy 177 ist durch das
Source-Pad-Kontaktloch 165 hindurch an das Sour-
ce-Pad 137 angeschlossen (Fig. 10c).

[0067] Obwohl nicht in getrennten Beispielen er-
wahnt, kann dieses Verfahren gemaf der Erfindung
auch auf die Ausfuhrungsformen der Beispiele 2 bis
4 zum Herstellen eines aktiven Paneels angewendet
werden.

[0068] Beispiel 5 beschreibt den Fall, bei welchem
das Gate-Pad durch Entfernen der organischen
Schutzschicht freigelegt wird, so dall kein
Gate-Pad-Kontaktloch erforderlich ist. Diese Lehre
kann auch auf das Source-Pad oder auf das Sour-
ce-Pad und das Gate-Pad angewendet werden.

Patentanspriiche

1. Herstellungsverfahren fir ein aktives Paneel
einer LCD, welches folgende Schritte aufweist:
Ausbilden einer Gate-Elektrode (113), einer
Gate-Busleitung (115) und eines Gate-Pads (117) auf
einem Substrat (111) unter Verwenden eines ersten
Metalls;

Auftragen eines Isoliermaterials (119a) und eines in-
trinsischen Halbleitermaterials (121a) und eines do-
tierten Halbleitermaterials (123a) auf die Gate-Elek-
trode (113), die Gate-Busleitung (115) und das
Gate-Pad (117);

Ausbilden einer Source-Elektrode (133), einer
Drain-Elektrode (143), einer Source-Busleitung
(135), eines Source-Pads (137) auf dem dotierten
Halbleitermaterial (123a);

Entfernen des freiliegenden Bereichs des dotierten
Halbleitermaterials (123a), wobei die Source-Elektro-
de (133), die Drain-Elektrode (143), die Source-Bus-
leitung (135) und das Source-Pad (137) als Maske
verwendet werden, womit eine dotierte Halbleiter-
schicht (123) gebildet wird;

Ausbilden einer Halbleiterschicht (121) und einer
Gate-Isolierschicht (119) in einem Maskierungs-
schritt, wobei die freiliegenden Bereiche der Halblei-
terschicht (121) und der Gate-Isolierschicht (119) au-
Rer den Bereichen der Halbleiterschicht (121) und
der Gate-Isolierschicht (119), welche zwischen der
Source-Elektrode (133) und der Drain-Elektrode
(143) freiliegen, entfernt werden; und

Ausbilden einer organischen Schutzschicht (139)
mindestens auf der Source-Elektrode (133).

2. Verfahren nach Anspruch 1, welches ferner
den Schritt des Strukturierens der organischen
Schutzschicht (139) aufweist, um einen Bereich der
Drain-Elektrode (143), einen Bereich des Gate-Pads
(117) und einen Bereich des Source-Pads (137) frei-
zulegen; und
den Schritt des Ausbildens einer Pixel-Elektrode
(153) eines Gate-Pad-Anschlusses (157) und eines
Source-Pad-Anschlusses (177) aus einem dritten lei-
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tenden Material auf der organischen Schutzschicht
(139) aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, welches ferner
den Schritt des Ausbildens einer anorganischen
Schutzschicht (239) nach dem Ausbilden der Sour-
ce-Elektrode (133), der Drain-Elektrode (143), der
Source-Busleitung (135), des Source-Pads (137) und
der dotierten Halbleiterschicht (123) aufweist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei die anorga-
nische Schutzschicht (239) einen Bereich der Halb-
leiterschicht (121), welcher zwischen der Sour-
ce-Elektrode (133) und der Drain-Elektrode (143)
freiliegt, bedeckend ausgebildet ist.

5. Verfahren nach Anspruch 1, welches ferner
den Schritt des Anwendens von Plasmabehandlung
mit Stickstoffgas vor dem Schritt des Ausbildens der
organischen Schutzschicht (139) aufweist.

6. Aktives Paneel fir eine LCD, welches auf-
weist: ein Substrat (111);
eine Gate-Elektrode (113), eine Gate-Busleitung
(115) und ein Gate-Pad (117) auf dem Substrat (111);
eine Gate-Isolierschicht (119a) auf der Gate-Elektro-
de (113), der Gate-Busleitung (115) und dem
Gate-Pad (117);
eine Halbleiterschicht (121a) auf der Gate-Isolier-
schicht (119a);
eine dotierte Halbleiterschicht (123a) auf der Halblei-
terschicht (121a);
eine Source-Elektrode (133), eine Drain-Elektrode
(143), eine Source-Busleitung (135) und ein Sour-
ce-Pad (137) auf der dotierten Halbleiterschicht
(123a);
eine organische Schutzschicht (139) auf der Sour-
ce-Elektrode (133), der Drain-Elektrode (143), der
Source-Busleitung (135) und dem Source-Pad (137),
wobei die organische Schutzschicht (139) Kontak-
tausnehmungen aufweist, welche einen Bereich der
Drain-Elektrode (143), einen Bereich des Gate-Pads
(117) und einen Bereich des Source-Pads (137) frei-
legen; und
eine Dunnfilmschicht (339) aus Siliziumnitrid am
Ubergang zwischen der Halbleiterschicht (121) und
der organischen Schutzschicht (139);
eine Pixel-Elektrode (153) auf der organischen
Schutzschicht (139), welche an die Drain-Elektrode
(143) angeschlossen ist, einen Gate-Pad-Anschluf
(157), welcher durch das Gate-Pad-Kontaktloch
(163) hindurch an das Gate-Pad (117) angeschlos-
sen ist und einen Source-Pad-Anschluf3 (177), wel-
cher an das Source-Pad (137) durch das Sour-
ce-Pad-Kontaktloch (165) hindurch angeschlossen
ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die
Gate-Isolierschicht (119a) lediglich die Gate-Elektro-
de (113) und die Gate-Busleitung (115) bedeckt, so
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dall das Gate-Pad (117) ohne darauf angeordneter
Gate-Isolierschicht (119a) freigelegt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei die orga-
nische Schutzschicht (139) mindestens Benzozyklo-
buten, Perfluorozyklobutan oder fluoriertes d-Paraxy-
lol aufweist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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FIG. 3a
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